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Рис. 37 б

Двухпролетный диод
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Рис. 37 в

Диод с барьером Шот тки
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Рис. 38 а

Режим с захваченной плазмой
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Рис. 38 б

Осциллограммы в режиме с захваченной плазмой



Рис. 39 а

Вариант конструкции корпуса ЛПД
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Рис. 39 б

Коаксиальный генератор на ЛПД
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Рис. 40 а

Волноводный генератор на ЛПД
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Рис. 40 б

Включение диода в МПЛ
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